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(54) Verfahren zum Aufbonden von Targets fiir Plasmatronquellen

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufbonden von Targets fiir Plasmatronquellen, insbesondere von Target
aus nicht- oder schwerldtbarem Material. Das Ziel ist ein wirtschaftliches Verfahren mit hoher Sicherheit und die
Aufgabe besteht darin, ohne FluBmittel an Luft zu bonden. Erfindungsgemal wird auf das Target ein Schichtsystem
aus Edelstahl, CuNi oder FeNi und Ag in Vakuumfolge aufgebracht und danach werden Target und Kiihiplatte belotet.
Nach Erwarmung derselben auf Lttemperatur werden sie unter Zufuhr von Weichlot an der Vorderkante mit
geringem Abstand aufeinandergeschoben und zusammengepreft.
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Patentanspruch:

Verfahren vom Aufbonden von Targets fir Plasmatronguellen auf die Kiihiplatte unter Verwendung von Weichlot und bei
vorherigem Aufbringen einer I6tfahigen Schicht im Vakuum, dadurch gekennzeichnet, da auf das Target ein Schichtsystem,
bestehend aus einer Edelstahlschicht von 200 bis 500nm, einer Schicht aus CuNi 54/46 oder FeNi 50/50 von 500 bis 1500 nm
Dicke und einer Ag-Schicht von 50 nm Dicke, in Vakuumfolge aufgebracht wird, daf? die Kiihiplatte und das Target fluRmittelfrei
belotet werden und dal die belotete Kiihiplatte und Target erwarmt und im Abstand von 0,05 bis 0,2 mm unter standiger Zufuhr
von Lot an der Vorderkante der Kiihlplatte iibereinander geschoben und zusammengepreBt werden.

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung wird beim Aufbonden von Targets fiir Piasmatron-Hochratezerstdubungsquellen auf die Kiihiplatte angewendet -
und ist fir alle metallischen Targets sowie fur Targets aus Silizium, Glas, Keramik u.a. anwendbar. Das Verfahren ist besonders
geeignet fir das Bonden von Targets, die bei der Herstellung mikroelektronischer Bauelemente eingesetzt werden.

Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Das Aufbonden von Ta rgets auf Zerstaubungsquellen, d. h. die Kithiplatte, durch Weichl&ten ist seit langerer Zeit bekannt. Durch
die Einfithrung des Hochratezerstaubens hat sich jedoch die Leistungsdichte auf dem Target um 2 bis 3 GroRenordnungen
erhoht und liegt jetzt bei 50 Vs/cm?, so daB wesentlich hdhere Temperaturen an der Létstelle auftreten und eine fehlerhafte
Létung im Bereich von wenigen Millimetern zur sofortigen Zerstérung des Targets fiihrt.
Auf Targets aus nicht 16tfahigem Material wird eine 16tfahige Beschichtung aufgebracht. Hierfur wurde u. a. ein Schichtsystem,
bestehend aus NiCr oder Cr-Haftschicht und Kupfer, angegeben (DD-PS 215336). Die Dicke der Kupferschicht betragt 5 bis 15um
und ist erforderlich, um das Ablegieren der Schicht beim Aufidten bzw. wahrend des Betriebes der Plasmatronquelle zu
vermeiden. Das Aufbringen derartig dicker Schichten durch Vakuumbeschichtung ist unwirtschaftlich. Auerdem ergeben sich
bei dicken Schichten zusétzliche Haftfestigkeitsprobleme. Diese Probleme kénnen auch durch eine Vorbehandlung mit lonen
nicht vollig beseitig werden. Fur Belotung miissen die fur Kupfer gebréuchlichen FluBmittel eingesetzt werden. Da die restlose
Entfernung dieser FluRmittel, insbesondere bei pordsen Targets, schwierig ist, ergeben sich insbesondere in der Mikroelektronik
besondere Probleme. )
Bei Plasmatronquellen grofRer Leistung kommen auch groBflachige Targets mit bis zu 0,6 m? Flache zur Anwendung. Bei der
einwandfreien L6tung derartig groRer Flachen ergeben sich weitere Schwierigkeiten. Bekannt ist das Ubereinanderlegen von

. belotetem Target und Kiihlplatte mit anschlieRendem Zusammenpressen unter Druck. Diese Methode schlie3t das Entstehen
von Luftblasen nicht sicher aus.

Ziel der Erfindung : . o

Es ist ein Verfahren anzugeben, mit dem das Aufbonden grof¥flachiger Targets auf die Kiihiplatten von Plasmatron-
Hochratezerstdubungsquellen wirtschaftlich, mit ausreichender Sicherheit und mit einer fur die Belange der Mikroelektronik

ausreichenden Sauberkeit erfolgt. ' i

Darlegung des Wesens der Effindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren fiir das Aufbonden von Targets aus nicht- oder schwerlétbarem Material
auf die KihlIplatte mittels Weichldtung anzugeben, durch dessen Anwendung dieser Vorgang unabhéngig von subjektiven
Einflissen erfolgt. Das Bonden sol! ohne FluBmittel an Luft méglich sein. ErfindungsgemaR wird die Aufgabe, ein Target auf die
KGhlplatte aufzubonden, bei vorherigem Aufbringen einer 16tfahigen Schicht im Vakuum und unter Verwendung von Weichlot,
dadurch gelost, daR im Vakuum in Vakuumfolge auf das Target ein Schichtsystem, bestehend aus einer Haftschicht aus Edelstahl
mit einer Dicke, je nach Rauhigkeit des Targets, von 200 bis 500 nm, einer Schicht aus CuNi 54/46 oder FeNi 50/50 mit einer chke
von 500 bis 1500 nm und einer Silberschicht von 50 nm Dicke aufgebracht wird.

Die in dieser Weise beschichtete Flache des Targets wird fluBmittelfrei mit einem Weichlot, z. B. LSn60 oder Reinindium belotet,
wobei sich die diinne Silberschicht vollig im Lot aufiost. Das belotete Target und die ebenfalls belotete Kiihlplatte der
Plasmatronquelle werden einer speziellen Vorrichtung auf Léttemperatur erwdrmt. In der Einrichtung wird die Kiihlplatte in
einem Abstand von 0,05 bis 0,2mm {ber das belotete Target geschoben. Beim Aufeinanderschieben wird an der Vorderkante
standig Lot zugegeben, so daB an dieser Stelle die Dicke der fliissigen Lotschicht groBer ist als der Létspalt und durch die
Vorderkante der Kiihiplatte ein Teil des Lotes abgestreift wird. Hierdurch wird das Eindringen von Luft in den Létspalt sicher
verhindert. ;

Nach Ubereinstimmung der AuBenkonturen von Target und Kiihiplatten werden dieselben in bekannter Weise
zusammengepreft, so daB das liberschiissige Lot aus dem Létspalt herausgedriickt wird. Durch die Abdeckung der Haftschicht
mit weiteren Schichten im Vakuum ist diese belotbar, so daR selbst beim Durchlegieren der eigentiichen Létschichten kein
Abldsen des Targets eintritt. Andererseits ist die Loslichkeit von Edelstahl in gebrduchlichen Weichloten gering, so dal das
Durchlegieren dieser Schicht auch bei extremen Létzeiten bzw. Temperaturen sicher vermieden wird. Die Edelstahlschicht wirkt
_als Diffusionsbarriere. '
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Ausfiihrungsbeispiel '

Ein Al-Target mit den Abmessungen (610 x 160 mm) wird in einer Hochratezerstdubungsanlage zunéchst jonengeétzt und '
danach mit folgendem Schichtsystem in Vakuumfolge beschichtet: . S
300nm X8CrNiTi 18.10 - R R
700nm CuNi 54/46 ‘
50nm Ag i . .
Nach Entnahme aus der Anlage wird die beschichtete Flache des Targets bei 230°C it LSn 60 ohne Zugabe von FluBmittel
belotet. Das Target wird mit der beloteten Flache nach oben in eine Léteinrichtung eingelegt. Die ebenfalls mit LSn 60 belotete
Kihlplatte aus Kupfer wird im Wagen der Léteinrichtung befestigt. Nach Aufheizen beider Teile auf 230°C wird die Kihiplatte in
einem Abstand von 0,1 mm Uiber das Target geschoben. Dabei wi rd an der Vorderkante der KiihIplatte standig Lot zugegeben, so
daR die Dicke des fliissigen Lotes ca. 0,3mm betrégt. Nach véliliger Kontureniiberdeckung von Target und Kiihiplatte werden
beide Platten zusammengepreft: ‘ i
Die Qualitat der Létung wird anschlieBend mittels Ultraschall gepriift. Zur Priifung der Haftfestigkeit wird in der
Zerstaubungsanlage gleichzeitig ein Prifkdrper mit beschichtet, der nach der Lotung einem Zerrei8test unterworfen wird.
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